利用XPS化學鍵結成份分析輔助XRR膜厚分析的模型建構
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本文探討高介電薄膜與基板間的介面層經過熱退火產生的變化效應。以X光電子能譜(X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS) 分析氧化物的介面擴散成份，觀察沈積薄膜及退火薄膜的成份改變。XPS的實驗結果顯示其退火薄膜與介面層的厚度變化及化學鍵結均受熱退火影響；另外，結晶繞射譜線(Grazing Incident X-ray Diffraction, GIXRD)也顯現其超薄膜的結晶與退火溫度的關係。退火溫度越高，二氧化鉿薄膜與二氧化矽薄膜相互擴散的結果致使Hf-silicate (HfSiOx)產生，根據個別元素(Hf 4f, O 1s, Si 2p)的鍵結能位移(Binding Energy Shift)可以發現擴散現象產生的非計量比氧化物，提供介面穩定性受熱影響的證據。
